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【はじめに】我々は分子線エピタキシー(MBE)法による鉄系超伝導体 NdFeAs(O,F)の薄膜成長に取

り組んでいる。既に Tc の高い超伝導薄膜が得られたことを報告しているが [1]、最近、基板ヒー

ターの改良により従来よりも高温での成長が可能になり、改めて成長条件を最適化することで結

晶性が大幅に向上した。今回は、これらの結晶性が向上した NdFeAs(O,F)薄膜の、主に臨界電流

密度 Jcを中心に評価したので、その結果を報告する。 

【方法】MBE 法を用いて、MgO 単結晶上に膜厚約 75 nmの NdFeAsO 薄膜を成長した。さらに、

この上に NdOF 層を堆積させて、フッ素拡散によりドープした NdFeAs(O,F)薄膜を得た。得られ

た薄膜は X線回折、電子線プローブマイクロアナライザー(EPMA)、抵抗率測定などにより評価し

た。また、フォトリソグラフィー、アルゴンイオンミリングを用いて、線幅 10~40m、長さ 1.0 mm

にブリッジ加工し、電流電圧測定を行った。 

【結果】Fig. 1に、成長温度(Tg)が 650℃と 800℃の NdFeAs(O,F)薄膜の、(003)ピークのロッキング

カーブを示す。成長温度を上げることで、結晶性が大幅に向上していることがわかる。Fig. 2には、

Tg = 800℃の薄膜から作製した、線幅が 30mのブリッジ試料の電流電圧測定の結果を示す。この

薄膜の Tcはオンセットで 49 K、ゼロ抵抗温度が 46 Kであった。Fig. 2 から求めた Jcの温度依存

性は、Fig. 3 に示す。以前に報告した Tg =650℃で作製した試料の測定結果[2]もあわせて示すが、

Jcが大幅に向上し、T = 16 Kで Jc ~ 3×10
6
 A/cm

2という高い値に達したことがわかる。さらに、Jc

の磁場下の振る舞いについても調べており、その結果は当日報告する予定である。また、我々は

ごく最近、フッ素供給層の NdOFを必要としない新しい成膜法を見出したが[3]、この方法で作製

した薄膜についての Jcの測定結果も報告する予定である。 
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Fig. 1 Rocking curves of (003) XRD 

peaks of NdFeAs(O,F) thin films. 

Fig. 2 I-V characteristics of the 

NdFeAs(O,F) thin film grown at 800ºC. 

Fig. 3 Temperature dependence of Jc 

of the NdFeAs(O,F) thin films. 
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